
Tabela 3.1  RESUMO DAS EQUAÇÕES IMPORTANTES PARA OPERAÇÃO DA JUNÇÃO pn. 
Grandeza Relação Valores de Constantes e Parâmetros

(para Si intrínseco a T = 300 K)
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no silício intrínseco (/cm3) 
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( )derivaJ q p n Ep nμ μ= +  μp = 480 cm2/Vs 
μn = 1350 cm2/Vs 
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 μp e μn diminuem com o aumento na 
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εs = εsilício = 11,7ε0 
ε0 = 8,85 × 10-14F/cm 
εs = 1 × 10-12F/cm 
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Tempo de vida dos portadores
minoritários (s) 

2 2/ /p p p n n nL D L Dτ τ= =  Lp, Ln = 1 a 100 μm 
τp, τn = 1 a 104ns 

Carga armazenada devido aos 
portadores minoritários (C) 
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